















STUDY ON PHASE NOISE REDUCTION OF VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR 








This paper proposes a Voltage-Controlled-Oscillator (VCO) using an active inductor and self-switching 
bias technique. The proposed VCO can reduce 1/f noise by switching the input of the current source 
transistor. The phase noise and power consumption at 800MHz of the proposed VCO designed for an 
180nm CMOS process show –107.3 dBc/Hz at 1MHz offset frequency, and 7.8 mW, respectively. 






























































            (1) 
 
ただし，𝑔𝑚は MOS トランジスタ(𝑀1) のトランスコンダク
タンスとする．この式から，低周波数の場合インピーダンス
はZ = 1 𝑔𝑚⁄ となり，周波数が∞の場合は Z = R となる．ここ



























































































シミュレーション結果を, 表 1, 表 2に性能をまとめたもの




数[Hz])+10log(消費電力[mW])                     (5) 
 
図 6 および表 1 より，従来と比較して，オフセット周波数が
10kHz のとき，位相雑音を約-5dBc/Hz, 100kHz のとき-4dBc/Hz，
1MHz のとき-3dBc/Hz 改善することができた．また，表 3 に
オフセット周波数 1kHz ~ 1MHz における電流源トランジス
タおよびアクティブインダクタから発生する雑音レベルを
まとめたものを示す．表 2 より従来回路と比較して電流源ト
ランジスタのフリッカ雑音を約 3 分の 1 に削減することがで
きた．また，それに伴ってアクティブインダクタから発生す
る雑音も削減することが可能であることが分かる． 















スである．(6)式より，表 4 の定数を用いて計算すると，      
𝑓𝐶 = 827≒800MHz となり近い値となった． 
 
 




表 1 シミュレーション結果 
 
表 2 性能まとめ 
 




図 7 シミュレーション波形 
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